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4 存储器控制器 

4．1 概述 

S3C44B0X 内部存储器控制器的作用，是为外部存储器操作提供两套必要的存储器控制

信号。S3C44B0X 具有以下特性： 
z 小/大端（通过外部引脚选择） 
z 地址空间：32M 字节每 bank（总共 256MB：8banks） 
z 所有 bank 都具有可编程的总线宽度（8/16/32 位） 
z 总共 8 个存储器 banks 
� 6 个可用作 ROM，SRAM 映射空间的存储器 bank 
� 2 个可用 FP/EDO/SDRAM 等映射空间的存储器 bank 

z 7 个起始地址固定、大小可编程的存储器 bank 
z 1 个具有灵活起始地址、大小可编程的存储器 bank 
z 对所有的存储器 bank，具有可编程的操作周期 
z 采用外部等待来扩展总线周期 
z 专用 DRAM/SDRAM 接口支持自刷新模式 
z 支持异步和同步 DRAM 

4．2 大/小端 

S3C44B0X 具有一个输入引脚 ENDIAN，处理器通过它的输入逻辑电平来确定数据类型

是小端还是大端：0:小端 1:大端，逻辑电平在复位期间由该管脚的上拉或下拉电阻确定。 

4．3 Bank0 总线宽度 

BOOT ROM 在地址上位于 ARM 处理器的 Bank0 区，它可能具有多种数据总线宽度，

这个宽度是可以通过硬件设定的，即通过 OM[1:0]引脚上的逻辑电平进行设定，如下表所示： 

 
表 3－4 ROM bank 0 的数据总线宽度设定 
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4．4 寄存器定义 

BWSCON 

BWSCON 寄存器主要用来设置外接存储器的总线宽度和等待状态。在 BWSCON 中，

除了 bank0，对其它 7 个 bank 都各对应有 4 个相关位的设置，分别为 STx, WSx, DWx。 
STx 位决定 SRAM 映射在 bankx 时是否采用 UB/LB，0：不采用，1：采用。 
WSx 位决定 bankx 上等待的状态，0：禁止等待，1：使能等待。 
DWx 中的 2 位决定 bankx 上的总线宽度。00：8-bit, 01：16-bit, 10：32-bit 
DW0 位对应 bank0 的总线宽度，但这里它是只读的，不需要设置： 

 

BANKCON 

S3C44B0X 具有 8 个 BANKCONn 寄存器，分别对应着 bank0－bank7。BANKCONn 寄

存器针对操作时序进行设置 

 

表 3－5  BANKCON0～5 的位定义 
由于 bank6-7 可以作为 FP/EDO/SDRAM 等类型存储器的映射空间，因此 BANKCON6-7

与其它 bank 的相应寄存器有所不同。其中 MT 位定义了存储器的类型： 
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MT 的取值定义了该寄存器余下几位的作用。例如当 MT=11，余下几位定义如下： 

 

Trcd 是行使能到列使能的延迟。SCAN 为列地址线数量。 

REFRESH 

REFRESH 是 DRAM/SDRAM 的刷新控制器。位定义如下表所示： 

 
表 4－5  REFRESH 寄存器位定义 

BANKSIZE 和 MRSR 
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表 4－6  BANKSIZE 寄存器定义 
BANKSIZE 寄存器定义了 bank 的大小，SCLKEN 一般采用推荐值 1。 


